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(54) Zapojenie pre uchovanie informicif v pamatiach RWM

Zapo jenie je uriené pre plynulé pre-

pinanie napdjania pamati RWM na sekundér- _i? . ,.:ﬂ'
ny batériovy zdroj pri zéniku primérneho _ D «

napatia tak, e obsahy pamati sa uchova- 1 -~f§‘c:3¢- .
vaji a ostani neporuSené poias nepritom- T S
nosti, ako aj pri opatovnom pripojen{ ‘ (:9 * C;j’ T
primérneho napatia. Zapojenie pri zaniku L :
primdrneho napatia aktivuje stav vydrie Coe e [)>

WAIT mikroprocesora. Pri opatovnom obno- 4§ ; id ' <:> ‘ -

veni napadjania primérneho napatového

zdroja umoZnuje nastavi{ podiatoéné para- : ; -

metre obvodov mikropoéitada a jeho spo- L | oD e i
luprécu s chrénenym pamafovym systémom f

RWM,
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Vyndlez sa tyka zapojenia pre uchovanie informacii v pamii-
tizmch RWM pri vypinani a pri inom vypadku napéitia primirneho na-

phjacicho zdroja v mikropoditadovych systémoch.

‘ Doterajiie zmapojenia pre uchovenie informdcii st zapojené
tak, %e potrebna funkcia sa zabezpeduje pomocou riadiacich lo-
gickich obvodov technoldgie C¥0OS, s nizkou hodnotou pracovaého
napéjacieho napidtia, ktoré riadia v dasovych reldciéch potreb-
nych pre uchovastie informécii budenie trenzistorového spinada.

Pri tychto .zapojeniach moZno dosiahunut’ poZadovany vysledok len

2 .

nepretriitym napijenim riadiacich logickych obvodov technologie
CMOS,

s
3Ly

Vysgie uvedeud nevyhody odstraiinje zapojenie podla vynédle-
zu, vyznadujlhceho sa tym, Ze pozostéva =z tranzistorového obvodu,
ktorého tranzistory st zapojené v stdinovom zapojeni napéjaného
cez vozdelené zmat’a¥ovacie Sleny pripojené stéasne na napitie pri-
mirnelo napdjacieho zdroja a na nspitie dobijanej batérie zdloho-
vého zdroja. Pr vy zo vstupov tranzistorového stdinového zapoje-
nia je budeny obvodmi logiky mikropbéitaéa pre urdenie selektu
pamiiti R, kym druhy vstup sGéinovéno zapojenia je budeny cez
pasivine &leny z vystupov primérneho napdjacieho zdroja. Pri vy~
padku napitia primirucho napdjacieho zdrpja sa sGlasne prepne
ﬁapéjanie pamét{ DRWH na napitie batérie zdlohového zdroja a zablo-
ane sa morué budenie prvého zo vstupov tranzistorového stdinového
zapojeunia obvodmi logiky mikropoditada tym, Ze sa vytvara poZia-
dovka o stav vydrZe WAIT mikroprocesora. Pri opétovnom nabehnu-
t41 a ustdleni napiitia primidrneho napédjacieho zdroja je budenie
prvého mo vstupov tranzistorového sGléinového zapojenia umo¥nené

2% po ukoudeni vytvoreného nulovacieho signdlu,
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Hlavné vyhody zapojenia pre uchovanie informicii v pamé-
tiach RWM podlla lohoto vynalezu spodivajh v tom, %e sa dosiah-
ne nové obvodové riefenie pri machovani dasovej logickej postup-
nosti nutnej pre uchovanie informécii v pamédtiach WM, odpada
nevyhnutnost’ pouZivania riadiacich logickych obvodov technolo-
gie CMOS, &im sa zniZuje spotreba sekundarneho batériového na-
phjacieho zdroja, ktord je len na Urovni spotreby pamit’ového

systému RUM,

Predmet vynidlezu je zrejmy =z popisu vykresu, na ktorom je

zndzornend schéma prevedenia zapojenia.

Podas trvania stabilného napitia primdrneho napéjacieho
zdroja 23 je na vystupe 16 dobijanej batérie sekunddrneho napi-
jania napétie, ktorym st napajané pamdti RiM. Vystupy 17 a 18
primdrneho napéjacieho zdroja 23 majd Groved +5V. Cez prvy od-
por 2 a druhi diddu 3 Jje zabezpedend budenie prvého tranzistoru
7, ktory je v stave saturdcie. Prvé dioda 1 kompenzuje vplyv
druhe j diddy 3 na budiaci obvod prvého tranzistora 7 a oddelu-
je vystup 18 primdrneho napajacieho zdroja 23, ktory je realizo-
vany hradlom s otvorenym kolektorom, od malého zat’sZovacicho
vstupného odporu prvého tranzistora 7. Prvy odpor 2 je stiéasne
zatasovacim odporom vystupu hradla s otvorenym kolektorom, kto-
v sa nachddza v primarnom napéjacom zdroji 23. Druhy tranzis-
tor 9 je budeny = vystupu 20 logiky mikropoditada Eﬁ vidy, ok
je sktivovany adresny priestor pamidti RWM, Piaty odpor 12 a
urjchlovaci kondenzétor 13 definujt budiaci prad a rychlost’ otvo-
renia druhého tranzistoru 9. Stvrta didda 11 zabezpeluje odvi-
dzanie niboja z bize druhého tranzistofU.g, ak tento nie je bu~
deny, &im uréuje rychlost’ regeneracie obvodu pred prichodom dal~-
%ieho aktivovacieho impulzu,

Vystup 19 druhého tranzistoru-9 je privedeny na selektowyy
vstup pamiti RWM. ZabtaZovaci ¢len, druhého. tranzistora 9 pred-

l

stavuje v tejto &¢innosti tretia didda

-—

a at’'az¥ovaci odpor 5.

Zat'afovaci odpor 8 md radovo vySiiu hoduotu a preto sa neuplat-

fujee ‘ _

Vystup invertors 10 pre Ziadosl o stdf fﬁdrﬁe WALT mikro-

procesora m& hodnotu log.l, Co znaéi,_éeﬁs&bﬁ WALT, suvisiaci
o .

i1 v tejto fasz

s dinnostou zapojenia pre uchovanie informf

V) ‘i

dinnosti nie je Ziadany.
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Pri zénika napidtia primdrneho napéjacieho zdroja, signdl
na vystupe i8 predpovede vypadku napdjenia mé Groveil log,0O
s predstihom pred poklcesom napidtia v bode 12. Prvy tranzistor

* .

7 nie je budeny, tretim odporom 6 ma definuje vstupnd logickd
tdroveil invertora 10 na hodnotu log.l, Cim sa Ziada stav vydrie
JALIT mikroprocesorae.

Po zhniku napédtia na vystupe 17 primdrneho napédjacieho zdro-
ja 23 je na vystupe 19 druhého tranzistoru 9 Gdroven napidtia ba-
térie sekundarneho napdjania, ktord sa prividdza cez Stvriy od-
por 8 na selektové vstupy pamidti RWK z vystupu ié; % ktorého sa
zabezpeduje tie? napidjanie pamiiti RWM v tomto reZime.

Tretia didda 4 brani vybijaniu batérie sekundidrncho napaja-
cieho zdroja cez vystup lz;
| Po obnoveni &innosti napdjania primarneho napdjacieho zdro-
ja 23 jeho vystup 17 obnovuje svoju napdjaciu troveii +5V v daso-
vom predstihu pred ndbehom pracovnej udrovne vystupu 18 na hodno-
tu log.l. Vplyv &Sasovych reldcii v¢stupov 17 a 18 primdrneho na-
padjacieho zdrpja 23 je potladeny Ginnost'ou obvodu, zloZeného zo
$iesteho odporu 14 a druhého kondenzédtoru 15 s velkou nabijacou
asovou konstantou., Polas trvania ziporného impulzu na vystupe
22 sa prevadza nulovanie obvodov logiky mikropoditada gi, Gim
sa zabezpeduje, %e sa nebudld geuerovat’ aktivovacie impulzy = vys-
tupu 20 skér, ako bude prvy tranzistor 7 = vystupu 18 primarncho
napdjacicho zdroja 23 budeny. Po ukoneni nulovania st hodnoty
nepéti primdrneho napdjacieho zdroja 23 ustdlené, nie je Ziadany
stav vydrZe T o mikroprocesor obuovuje spolupréicu s pamiitovym
systémom RWM, ktory obsahuje podas vypadku primidrneho napdjacie-

ho zdroja 2% uchované Gdaje.

s

rd

1=

DAl

Zapojenie pod vynélezu je vhodné pre vyuZitie v mikropo

tatovych systémoch, kde na pamit'ovy systém RiH milropoditade je

vzitiahnutéd poZiadavka uchovania informdcii o zaniku napitia pri-

1

marneho napéjacicho zdroja.
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Zapo jenie pre uchovanie iuformécii v pamitiach RWM mikropo-
(itadov po zaniku napitia primdrneho napédjacieho zdroja vyz-
nadend tym, %e pozostava z tranzistorového obvodu, ktorého
trahzistory (7,9) st zapojené v st&inovom zapojeni, pripoje-
ného k primirnemu napijaciemu zdroju (23), pridom druhy tran-
zistor (9) so zat’a¥ovacimi &lenmi tvorenymi diddou (&) 4 zat'a-
Yovacimi odpormi (5,8) md v budiacom obvode zapojené pasivne
prvky tvorené paralelnym zapojenim daiddy (11), odporu (i2)

a kondenzitoru (13) pripojeuym k v¥stupu (20) logiky mikropo- ~
&itada (24) a budiaci obvod prvého tranzistora (7) je tvoreny
pasivoymi prvkami tvorenymi diddou (1), odporom (2) a diddou

(3).

Zapojenie podia bodu 1, vyznadené tym, Ze kolektor prvého
tranzistoru (7) je pripojeny jednak ma vstup iuvertora (10)
a jednak na odpor (6) pre nastavenie vstupnej Grovne inverto-

ra (10).

Zapojenie podla bodu 1, vyznatené tym, Ze na vistup (17) pri-
marneho napajacieho zdroja (23) je pripojeny obvod tvoreny
odporom (14)'s uzemnenym kondenzatorom (15) pre vytvorenie
signdlu nulovania mikroprocesora po nidbehu napitia primidrne-
ho napéjacieho zdroja (23), prifom druhy koniec odporu &) e

pripojeny k vystupu (22) logiky mikropo&itala (2l4).

1 vykres
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